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摘 要

本實驗是在不同腔體溫度的條件下，測量氧化鋅的穿透率及吸收係數，以及於不同氮氣分壓的條件下，量測氧化鋅的穿透

率與光激發螢光效應。其中，由穿透率可觀察到，不同腔體溫度的吸收率皆達到75%以上，其中3500C、3750C的光穿透

率曲線最接近氧化鋅的特性；而吸收係數也以3500C、3750C的能隙值3.2eV最接近氧化鋅。不同氮氣分壓的製程條件下，

光穿透率都達到80%以上，薄膜在可見光區都具有較高的光吸收性，紫外光區則呈現光吸收端。不同氮氣分壓下的光激發

螢光效應，隨氮氣分壓逐漸下降而氧分壓逐漸上升，發光中心逐漸由3.06eV向3.17eV往高能量移動，且能量有往下降的傾

向。而持續性光電導效應則隨溫度上升而有增加的趨勢，在175k、200k、250k、300k時增加的最為明顯。 關鍵字：氧化鋅

、光激發螢光效應、持續光電導效應、吸收係數

關鍵詞 : 氧化鋅、光激發螢光效應、持續光電導效應、吸收係數
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